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5 Unipolarny tranzistor
Struktura tranzistorov J FET a.) MES FET b.) a MOS FET c.)

Emitor Hradlo Kolekior *Su to napatovo-riadené suciastky s vysokou vstupnou
S G (D) impedanciou FETy

chudobnena . cvs . . .

wrstva *FETy su teplotne stabilnejSie ako bipolame tranzistory .
*VVyroba FETov je jednoduchSia ako vyroba bipolarnych

’_A a.) tranzistorov, lebo vyZaduje menej maskovacich krokov a

menej difuzii. Vacsia pocet suciastok (na jeden Cip.

N *Pre malé hodnoty napatia medzi kolektorom a emitorom
sa FETy chovaju ako napatim riadené rezistory .
*\Vysoka vstupna impedancia FETov dovoluje uchovat

Emitor Hradlo K.olektor

- @) (D) naboj k vstupu pripojeného kondenzatora pomerme dlho.
Ochudobnena Dynamické pamate

urstva

*Tiez Siroka Skala obvodov zaloZena na spinani

et M N kondenzatorov (angl.switched capacitors — SC) vyuZziva
H P ( b.) moznost tvorby kondenzatorov s presnym pomerom ich
5

hodno6t a vysokého vstupného odporu na odcitanie na nich

P . P vy
zaregistrovaného napatia.
*VVykonove FETy mozu rozptylit vacsi vykon a spinat’ vel'ké
Emitor Hradlo Kolektor v
S) (G) (D) prady .

lzolacna
wrstva z
5102

“odivy kanal
Mz wvolnych
elektronow

Nevyhody :
*FETy maju obyc€ajne horsiu frekvencnu odpoved z dévodu
vysokej vstupnej kapacity .
*Niektoré typy FETov maju horsiu linearitu.
c.) «+FETy mdzu byt zniGené pri manipulacii ddésledkom
statickej elektriny. Paralelne k vstupnému hradlu
implantované napatoveé obmedzovace.




JFET vs. MOS FET
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5 Unipolarny tranzistor

Zuzovanie kanalu
Znizovanim priecného
napétia Usc(x) blizsie
ku kolektoru D

(Odstranenie
kanalu rozéirenim
ochudobnenej
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Sirka odsytenej vrstvy Ugg Hradlo substrat
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5 Unipolarny tranzistor

PriSkrtenie kanala pri kolektore nastane ked U;s-Ups=Up Prud kolektorom po priskrteni kanalu ,saturacii
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Struktary MOS FET tranzistorov

Dva MOSFETYy v testovacom

usporiadani

Vyhoda v moznosti l@
paralelného zapojenia
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5.4  Linearizovany model polom riadenych tranzistorov

Model polom riadeného tranzistora v oblasti otvoreného kanalu
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Model pofom riadeného tranzistora v oblasti saturacie
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5.4

Linearizovany model FE tranzistorov

Linearizovany model polom riadeného tranzistora v oblasti saturacie
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5.5  Aplikacie polom riadenych tranzistorov

Aplikacie J FET tranzistorov a MOS FET tranzistorov v ochudobriovanom méde -Spolo¢ny emitor (SE)

Rovnice ur€ujuce pracovny bod

Ip & Uop :iDRD+uDS
) DS Ugs =Uge +Uj,
UGS--
| 2
Upp \ iD — ﬁ[uﬁ_]}
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Signalova schéma

U,

Aplikacie MOS FET tranzistorov v obohacovanom mode
Hradlo musi byt kladnejSie

5.5  Aplikacie polom riadenych tranzistorov

Rovnice urCujuce pracovny bod

R,

Ry Re UGS :UDD m_IDRS
C U, B 2
1'“ | oo ID —E(UGG _UP)

Dolna medzna frekvencia

Upyr
R Rs TC

1 _RR, = C, -
o,C, R/ +R, o,RR,

RS
jopRC +1

ngD

~

1+ngS

uGS:uin_gmuGSXS} :>Au_uout_ X _
— —  Xg =

Uout :gmuGSRD Uin
Strmost’ rastie umerne s poétom paralelne zaradenych MOS FET tranzistorov.

Scitavanie prudov z napatim riadeného zdroja.
Vstupny odpor zostava vysoky. 10




5.5 Nastavenie pracovneho bodu sériovym kondenzatorom

Aplikacie JFET tranzistorov s premennym zosilnenim.

* Prechod hradlo emitor — usmerfiovac
* Narastom amplitudy — narasta jednosmerné napatie na kondenzatore
* Dochadza k posunu pracovného bodu smerom k oblasti
s nizSou strmostou
» Automatické riadenie zisku -AVC
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5.5 MOS FET tranzistor ako zatazovaci odpor

Pouzitie obohacovaného MOS FET tranzistora Chovanie opisané rovnicam

lo; =Ip
U UDD=E' v Vystupné
] ) T2 3 4 5 & Uos charakteristiky Q4
Vyhoda pre mikroelektronické procesy: i oy
« VSetky suciastky s podobnou Strukturou
« Realizacia rezistorov — dal$i _I Q2 1
technologicky krok , —_—
*  Vy3&ia presnost a spolo¢né g ”
charakteristiky vplyvom teploty , u o :
zmien nap. napatia IN | I ; o T



5.5

Pouzitie MOS FET tranzistora k spolo¢nej zemi

MOS FET tranzistor ako spinac¢

tin(t) 4

UP_

Ugs..

Uyt

>

UDD

UDS t

Pouzitie MOS FET tranzistora ako sériového spinaca zdroja na zataz

Rz

I!I—"'ri.‘.:lUT

otvorenie:

Ql(P - kan) = UGSl < U1min +UP1; Qz (N _kan) = UGSZ > Ulmax +UP2

zatvorenie :

Q;(P—kan) = Ugs; > Uy +Upy; Qu(N—kan) = Ugs, <U, i, +Up,
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5 Cislicové obvody CMOS

Pracovne body P_a
P invertujuceho
hradla

Pracovny

Dva stavy CMOS invertora

Ubp Unp

Ubo W PP anal Vystupny stav Vystupny stav
pzosiinovaca | y,=ug hradla L hradla H
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Dva typy CMOS logickych hradiel
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Ukazky unipolarnych tranzistorov

stray inductance hidden
inside looping tracks, or
lengthy thinner tracks
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Vykonové MOSFET % %
tranzistory s chladiCmi pre D q
vykonovy TRM-800 audio — -
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MOSFET tranzistory v
spinanom rezime
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http://en.wikipedia.org/wiki/TRM-800
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Ukazky unipolarnych tranzistoroy ™o
J FET |

I Metal

o & Electric Field

~3 View from above

5007

PRODUCT MARKING (SOT-23)

SST4117 T7
SST4118 T18
SS8T4119 T19

More detailed picture of a typical J-FET.




Ukazky unipolarnych tranzistor
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